
KT 829 A,KT 829 B,KT 829 W, KT 829 G 1/e8 (12) 

Herstellerland: UdSSR 

Übersetzung, bearb. 

NF-Leistungs- und Schalttransistoren 

Die Transistoren KT 829 A/ ... B/ sos W/ ... G sind Silizium-npn-Darlingtontrensistoren in 

Mesa-Flanartechnik. 

Sie sind vorgesehen für den Einsatz in NF-Verstärkern sowlie für allgemeine Schaltungsanwendungen. 

Bauform: KT-28-2 nach GOST 18472-82 bzw. 

C-68 nach TGL 39546 

( 2 T0-220) 

(siehe Bild 1) 

Masse: max. 3 g 

Imnere Schaltung: siehe Bild 2 
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Basis Kollektor Emitter 
Bild 1: Bauform 

KT 829 A/40.B/a0aW/0n0G
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Bild 2: Innere Schal RT: s 10kQ ı 
R2: = W0... 1502 E AT 829 ‘“"'%; G 

Grenzwerte ROR 

bei Vnp = -40 40n +85 °C 

Kenngrößen Kurzzeichen KT 829 A ... G Maß- Meßbedingungen 
einheit 

Kollektor-Basis- V, . 100 v apannUnE CBmax 3: s M 

W: 60 Y 

G: 45 Y 

Kollektor-Emitter- U, ‚EOmax Ar 100 Y 
Spannung e s 80 Y 

M Wr 60 Y 

G: 45 Y 

Emitter-Basis- L 5 v Spannung EBmax 

Kollektorstrom 1G 8 A 

Kollektor-Spitzen- % 12 A + = 500 ‚us; Q a 1'O Stron Chimax P / 

Basisstrom Ißm 0,2 A 

Verlustleistung Ba 2 60 w %aan & 25 °% 
ä Ug = 7,5 V;i 1, = 84 

Sperrschichttempe- 150 %c 
ratur Jä'“ 

Wärmewi derstand Rthjc 2,08 K/W 

1) zm Temperaturbereich von %... = +25 ..« +85 90 wird PCmnax Hach folgender Formel berechnet: 

Pomax = Ämax - *onse 

Rıngo 
Hierbei ist Rth}ß der innere Wärmewiderstand,der aus dem SOAR-Bereich zu ermitteln ist, 

(Bild 3)
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Kennwerte 

dei 1f'„- 25 % 10 ° 

KT 829 A/.00B/.woW/0w 0G 

Kenngröße KT 829 A ... G Maß- Meßbedingungen 
min. MaX. einheit 

KollektorwRest- I Ar 0,2 mA Unnn = 100 V 
CBO A CB strom B: 0,2 m Ucß = 80V 

W: 0,2 mA UCB = 60 V 

G: 0,2 mi Ucp= 45V 

Emitter-Basis- 2 mA =5V; Ia=0 
Restatrom 7mB0 YaB “ 

Kollektor-Emitter- U Az 100 Y 
Durchbruch- (BR)CEO Se V —_ 
spannung = 

W: 60 v e 

G: 45 v 

Gleichstromver- 750 Ug =31V)150=3A MS an hoE cB C 
Emitterschaltung 

Kollektor-Emitter= U, 2 Y I = 3,0 Aj = 12 mA Sättigungs- CEsat C £ n 

apannung 

Basis-Emitter- 2,5 Y In = 3,0 Az In = 12 m Sättigungs- VbEsat ’ C W 

spannung 

Betrag der Kurz- Magl 0,4 Unp = 3V;ji In = 3A 
schlußstromver- 215 Ü 5,E_ 10 lfl;z o 
stärkung in 
Emitterschaltung 
bei HF 

Die to:l‚génden Kurvendarstellungen sind typische Verläufe und tragen rein informativen Charakter. 

Die Angabe der 95 %-Grenzen dient der Verdeutlichung der möglichen Streubreite (- 

Abhängigkeit; --------- Grenzen der 95 %-Verteilung) 

typische
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Bild 3: Verlustiei: -Reduktion im 
Temperaturbere: °h 
toase * +25. . ++85°C 

(zür Ug ="7,5 ViIy=B8A) 

sc Uep=0V :7-av 
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Bild 5: L'yp:lscha E:Lngu.ngaüennll.u:l.m 
( für San ” +25°C 
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Bild 4: Höchstzulässiger _ Arbeitsbereich Sı 
(für t° < +25"“‘ tcuu 158‘% ) 
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Bild 6: 7: ßohcAu angskemmlinien 
y;i “+25 c)
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Bild 7: Typische Ausgangskennlinien Bild 8: Typische Abhängigkeit d S.tralnn 
im Anrn:ngnhar-!.oh° -{äkwgntnkuorn„vm !{oäektorotrot 
(für toaga = +25 %C ) ( £ür t case - 25°C, U, =3V) 
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Bild 9ı Typische Abhängigkeit des 
- - 0 +25 +50 +75 + llofil!tur—liautstme.u von der 

Hl — Gehäusetenmperatur 
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Bild 10: Typische Abhängigkeit der 
°1fl' ; 2 w * KD£il.ektor-l!nfltter-5perrspnmug 

n„fg‚n„„____‚_‚_ vom Widerstand der Basis- 
Emitter-Beschaltung (REE}



Literatur 

zu Pribory po e Treanzistory tipa KT 829 A ... 0, Techniceskije 
uslovija ]]6%92 TU (lin;%:loiterbuuo:l.enento Transistoren au-'.'l.‘n-n KT 8294 004 G, 
Technische Bedingunge: 

27 KMES 126 = 0,336.292 TU 

Herausgeber: 

veb appilkationezentrum elektronik berin 
Im veeb komlbinat: rrlra Ornl 

Mainzer Straße 25 

Berlin 1035 
Telefon: 5& 80 05 21, Telax: 011 2081; 011 3055 


